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１．概要（Summary） 
マイクロデバイス作製において、PECVD（Plasma 

Enhanced Chemical Vapor Deposition）成膜装置を用

いて低応力の SiN 薄膜を成膜した。SiN 薄膜は高い電

気抵抗特性と Step coverage 特性を持つため、デバイス

構造での絶縁薄膜として使用される。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

住友精密 PECVD 装置 
【実験方法】 

PECVD SiN 薄膜を単結晶の Si 基板上に 100 nm～

1.5 um 厚みで成膜した。Si 基板の表面を超音波洗浄し、

有機物などを除去して成膜する。成膜条件を次に示す。 
 

Table 1. Deposition condition of PECVD SiN thin 
film 

項目  
チャンバー圧力 130 Pa 

下部 HF 30 W 
上部 HF 30 W 
使用ガス SiH4, NH3, N2 
成膜レート 約 13 nm/min 

 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

図 1 は PECVD による SiN 成膜後のデバイスの写真

である。成膜した薄膜は、応力が 100 MPa 以下であり、

デバイス表面形状に対する高い Step Coverage 特性を

示した。 

 
Fig. 1. Surface image of device protected by SiN 
thin film. 
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